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研究成果の概要（和文）：　電子加速器を用いて生成した高輝度・高強度低速陽電子ビームによる全反射陽電子
回折（TRHEPD）および低速陽電子回折（LEPD）の装置を開発し、実用的な時間内での陽電子回折実験を世界で初
めて実現した。TRHEPD装置を用いて、陽電子回折が結晶最表面の原子配置に非常に敏感であることを実証し、10
年間確定していなかったGe表面上のPtナノワイヤの構造や30年間確定していなかったルチル型TiO2(110)(1×2) 
表面の構造を確定した。また、グラフェン、シリセン、ゲルマネンなど第14族単原子層物質の性質の理解に決定
的に重要な、バックリングの大小や原子層と基板表面との距離の大小を高精度で測定した。

研究成果の概要（英文）：  A total-reflection high-energy positron diffraction (TRHEPD) apparatus and
 a low-energy positron diffraction (LEPD) machine were developed using an accelerator-based 
high-intensity positron beam, followed by the first realization of positron diffraction data 
acquisition within a practical measurement time frame. The TRHEPD measurements demonstrated the 
exceedingly high sensitivity of positron diffraction to the details of the outermost and near 
surface atomic geometry. THREPD was used to determine the atomic arrangement of the Pt atomic 
nanowires on a Ge surface and that of the rutile-TiO2(110) (1×2) surface, matters which had not 
been settled for a decade and for more than 30 years, respectively. Particular efforts were made to 
determine the amount of buckling and the distance to the substrate surface of single layer sheets of
 the group 14 atoms in the periodic table, such as graphene, silicene, and germanene, which 
information is crucial to the understanding of these materials.

研究分野：物理学
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のインパクトは大きく、最近、ドイツのミュ
ンヘン工科大学でも、TRHEPD 装置の建設
が始まった。今後陽電子回折は、表面構造解
析の決定的手法として、3 次元結晶の構造解
析でX線回折が担っているような役割を担う
ようになるであろうと期待される。 
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